OPGAVEN LES 11 ZENDCURSUS VERON
1. Bepaal de uitgangsweerstand Ru van de transistor met de karakteristieken van figuur 2.74 uit het cursusboek bij een VCE= 5V en een IC van 57 mA.

2. In een transistorschakeling is de basisstroom 100 μA, de hFE van de betreffende transistor is 250 en de collector emitterspanning UCE is 12V.  Hoe groot is de collectordissipatie? 

3. Waarom is er bij een FET geen sprake van stroomversterking?

4. Wat is voor een BF245C (zie karakteristieken figuur 2.71 van het cursusboek) de stroom ID bij een source/drain spanning UDS van 10 V als de gatespanning UGS gelijk is aan –4 V? 

5. Wat is voor een BF245C de afknijpspanning bij een source/drainspanning UDS van 15V?

6. Bepaal uit figuur 2.71 de steilheid van de BC245C bij UDS = 5V en een ingestelde drainstroom ID van 5 mA.

7. Teken op mm-papier de ID/UGS –grafiek voor een BF245C bij een source/drainspanning UDS van 3 V.

8. Een gemeenschappelijke collectorschakeling van een transistor wordt ook wel een emittervolger genoemd. Waarom zou dat zo zijn?

9. Waarom is de ingangsimpedantie van een gemeenschappelijke basisschakeling van een transistorschakeling laag?

10. Waarom kan er in een gemeenschappelijke collectorschakeling van een transistor geen spanningversterking zijn?
11. Bereken de basis- en collectorweerstand voor een schakeling zoals getekend in figuur 2.83 van het cursusboek voor de instelling van een BF185 waarvoor de fabrikant opgeeft: VCE  max. = 20 V, IC max =30 mA, Ptot = 145 mW en hFE = 67. De BF185 is een npn Si-transistor. De transistor moet ingesteld worden op een collectorstroom van 4 mA bij een voedingsspanning van 9V.

12. Bereken de waarde van RC en RE  als de BF185 wordt toegepast in de schakeling van figuur 2.85 uit het cursusboek en de collectorstroom weer op 4 mA moet worden ingesteld en de collector weer op de halve voedingsspanning staat. De weerstanden RB1 en RB2 van de spanningsdeler aan de basis van de transistor hebben dezelfde waarden als in de figuur.

13. Voor het ontwerp van een simpele laagfrequent versterkertrap voor kleine signalen met een transistor als in figuur 2.85 van het cursusboek  gelden een paar vuistregels:

a. Kies een  emitterweerstand RE zodanig dat deze minimaal 100 Ohm is en dat de spanningsval erover als de collectorruststroom gegeven is gelijk is aan rond 1/6 * de voedingsspanning
b. Bereken de spanningsval over RE met de aanname dat de emitterstroom vrijwel gelijk is aan de collectorstroom (is OK als hFE groter is dan 50).  UE  = IC*RE
c.  Bereken de benodigde spanning op het knooppunt van de spanningsdeler aan de basis met UB= UE+ 0,7

d. Bereken de basistroom die de transistor nodig heeft om de gewenste collectorstroom te leveren met 
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 waarbij de hFE uit de specificaties van de fabrikant wordt gebruikt

e. Bereken het totaal van RB1+RB2 met de formule 
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f. Bereken nu RB2 met 
[image: image3.wmf]tot

voeding

B

B

R

U

U

R

*

2

=

 en RB1 met 
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g. Bereken tenslotte RC met 
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Ontwerp met deze regels een versterkertrap met een NPN Si-transistor van het type BFY39 die als specificaties heeft UCE max = 45V, Ic max = 100mA, max collector dissipatie 300mW voor een voedingspanning van +15 V en.voor een collector-ruststroom van 20 mA. Teken de schakeling en controleer of de maximale collectordissipatie niet wordt overschreden.
14. Een 2N3565 transistor wordt gebruikt in onderstaande schakeling [image: image6.png]


Deze transistor heeft een β van 100. Bereken de waarde van de weerstanden om de collectorstroom in te stellen op 1 mA. Wat is het probleem met deze schakeling?
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